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II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Створення нових матеріалів для детекторів іонізуючого випромінювання та оптоелектроніки
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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Створення нових матеріалів для детекторів іонізуючого випромінювання та оптоелектроніки на основі
твердих розчинів системи Cd-Mn-Те

Назва роботи англійською:
Development of new materials for ionizing radiation detectors and optoelectronics, based on Cd-Mn-Te solid
solutions

Реферат українською:
Здійснено оптимізацію технології вирощування кристалів Cd1-xMnxTe методами Бріджмена та рухомого
нагрівника (МРН), розроблено нові травильні композиції для полірування поверхні зразків. Досліджено вплив
форми контейнера, чистоти компонент та термодинамічних умов післяростової термообробки на дефектну
структуру легованих кристалів Cd1-xMnxTe. Проведено високотемпературні вимірювання електричних
характеристик кристалів Cd1-xMnxTe у широкому інтервалі вмісту Mn (x=0,050,55) при різних тисках пари
Cd. Досліджено природу точкових дефектів у CdTe:Mn, їх розчинність та електричні властивості при ~ 300 К
та високих температурах (873-1073 К). Вивчено поведінку домішок ІІІ-ї групи (Al, Ga, In) в базовому матеріалі
CdTe та в кристалах Cd-Mn-Te з різним вмістом Mn, їх вплив на властивості цих кристалів при низьких та
високих температурах. Досліджено, що найкращі результати при застосуванні в якості детекторів
іонізуючого випромінювання були одержані на кристалах СdMnTe:Іn з використанням структур з
випрямляючим контактом - Ni/Cd(Mn)Te/In.

Реферат англійською:
The technology of Cd1-xMnxTe crystals’ growing by Bridgman and mobile heater methods was optimized. New
etching compositions for surface polishing were developed. The influence of the container shape, component
purity and thermodynamic conditions of post-growth heat treatment on the defective structure of Cd1-xMnxTe
doped crystals was investigated. High-temperature measurements of the Cd1-xMnxTe crystal electrical
characteristics in a wide range of Mn content (x = 0,05÷0,55) at different Cd vapor pressures were performed. The
nature of point defects in CdTe:Mn crystals, their solubility and electrical properties at ~ 300 K and high
temperatures (873-1073 K) were investigated. The behavior of IIIA group impurities (Al, Ga, In) in CdTe and Cd-Mn-
Te crystals with different Mn content, their influence on the properties of these crystals at low and high
temperatures were studied. It was investigated that the best results, when using ionizing radiation detectors, were
obtained on CdMnTe:In crystals with rectifying Ni/Cd(Mn)Te/In contact.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: матеріал для виготовлення детекторів Cd(Mn)Te

Назва НТП англійською: detector-grade material - Cd(Mn)Te

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Матеріали

Галузь застосування: науково-прикладна

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: монокристалічні кристали Cd(Mn)Te з високим опором і великим добутком мю-тау

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: 09.2020

Закінчення етапу: 12.2020

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

Назва НТП українською: метод синтезу і вирощування злитків Cd(Mn)Te

Назва НТП англійською: method of synthesis and growth of Cd(Mn)Te ingots

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: науково-прикладна

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: розроблено методи синтезу в склографітовому контейнері та двохстадійний метод



вирощування злитків Cd(Mn)Te з потрібними параметрами

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: 09.2020

Закінчення етапу: 12.2020

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

Назва НТП українською: програма для ДТА

Назва НТП англійською: DTA program

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Програмні продукти

Галузь застосування: виробництво напівпровідникових матеріалів

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: розроблена програма для ДТА, яка дозволяє визначати перегрів та переохолодження розплаву
в процесі вирощування

Соціально-економічна спрямованість НТП: створення нових матеріалів

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:



Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:
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